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Motivation

Anlass für diese Arbeiten :

� Kunden im Foundry-Business setzen zunehmend
sehr kurze Widerstände ein
bis herunter zu 0.25 square

� Genauigkeitsfragen bei der Realisierung von
Emitter-Ballastwiderständen bei Leistungs-NPNs
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Transfer Length Method

d

wcw L1 L2

R1 R2R’

G’

Figure 1: Teststruktur und Ersatzschaltung zu

Transfer Length Method & End-Widerstand
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Transfer Length Method
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Figure 2: R vs length mit Kontaktwiderstand R �
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Transmission Line Model

Modell für Metall-Halbleiter Kontakt: R,G - Leitung mit
ff. Voraussetzungen [1]

� Stromlinien normal auf Metall-Halbleiter
Grenzfläche

� Metall- & Halbleiterdicke vernachlässigbar

� linearer Zusammenhang I(U) des Kontakts

� Schichtwiderstand im Kontakt möglicherweise
unterschiedlich
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Transmission Line Model
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Transmission Line Model
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Ergänzungen

� MTLM : modified transmission line model
berücksichtigt laterales current crowding
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� ETLM : extended transmission line model
berücksichtigt endliche Dicke des Halbleiters
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Ergebnisse

Für 4 Widerstandstypen ergaben sich die ff.
Ergebnisse
(Teststrukturen : TLM & VDP)

�� in Ohm

�� in Ohm �m

�� in nm

4 4.65 -50
145 19.38 45
460 766.00 -130

1500 50.4 10
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Ergebnisse

Figure 3: R vs length
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Ergebnisse

Figure 4: vs temperature, parameter : length
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Ergebnisse

Figure 5: y11
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Ergebnisse

Figure 6: y21
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Ergebnisse

Figure 7: Maximum stable/available gain vs fre-

quency
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Ergebnisse

Figure 8: � vs

�
�
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PCM Vorschlag

Zur statistischen Erfassung der relevanten Parameter
scheinen folgende Teststrukturen geeignet :

� Van der Pauw-Struktur für

� � (VDP)

� Four-Terminal Kelvin Widerstand für Einzelkontakt
(FTK)

� TLM-Struktur mit

� �

Weiten für
�� und

��

� realisierbar mit 2 x 10 PCM-Riegel je
Widerstandstyp
z.B. TLM1, VDP, FTK, TLM2
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